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REVENDICATIQNS 

1. Dispositif pour attaquer des couches minces, notamment des 
couches d'oxyde d'indium et d'etain sur des substrats de verre dans une chambre a 

5 vide (2), comportant une source de plasma (12) disposee au-dessus de la chambre 
a vide et un support de substrat (5) dispose en face de la source de plasma, et une 
source haute frequence (8) reliee au support de substrat (5), caracterise en ce que, 
comme gaz d'attaque, Ch ou Ch et H2 ou CH4 peut etre introduit dans la chambre 
a vide (2) et une pression de gaz de procede comprise entre 10"2 et 1 Pa (0,1 et 

10 10/^bar) peut etre etablie, I'alimentation en polarisation haute frequence (8) du 
support de substrat (5) pouvant etre reglee independamment de la Sensite des par- 
ticules d'attaque et la source de plasma (12) etant aiimentee par urie source haute 
frequence (16) separee qui comporte son propre circuit d'adaptation (17). 

2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que la source de 
15 plasma (12) est une source haute frequence telle qu'une source ECR ou une source 

haute frequence a couplage capacitif telle qu'une source a ondes helicon. 

3. Dispositif selon les revindications 1 et 2, caracterise en ce que le 
plasma est produit par une ou plusieurs sources de plasma (12) et par un confine- 

. ment magnetique (19), qui fait partie de la chambre a vide, pour elargir le plasma. 

20 4. Procede pour attaquer des couches minces, notamment des couches 

d'oxyde d'indium et detain sur des substrats de verre dans une chambre a vide (2), 
avec une source de plasma (12) disposee au-dessus de la chambre a vide et un 
support de substrat (5) situe en face de la source de plasma et avec une source 
haute frequence reliee au support de substrat (5), caracterise en ce que, dans une 

25 premiere etape du procede, un gaz d'attaque constitue par Ch ou Ch et H2 ou 
CH4 est introduit dans la chambre a vide (2) a une pression du gaz comprise entre 
10"2 et 1 Pa (0,1 et 10 ^ubar), et dans une seconde etape du procede, I'alimentation 
en polarisation haute frequence (8) du support de substrat (5) est reglee 
independamment de la densite des particules d'attaque, la source de plasma (12) 

30 etant aiimentee par une source haute frequence (16) separee qui comporte son 
propre circuit d'adaptation (17). 
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D'autres caracteristiques et avantages de Tinvention apparaitront mieux 
dans la description detaillee qui suit et se refere aux dessins annexes, donnes 
uniquement a titre d'exemple, et dans lesquels : 

la figure 1 est une coupe d'un substrat de verre et de Si02 muni d'une 
couche ITO et d'un masque, et 

la Figure 2 est une representation schcmatique du dispositif d'attaque. 

Le dispositif represents sur la figure 2 consiste essentiellement en une 
chambre a vide 2 munie d'un sas 3 pour Introduction et 1'evacuation du substrat 4, 
en un support de substrat 5, en une serie de pompes a vide designees globalement 
par 6, en une alimentation en energie 7 comportant une source haute frequence 8 et 
un circuit d'adaptation 9 et reliee electriquement au support de substrat 5, en une 
fenetre d'observation 10 dans la paroi de la chambre a vide 2 pour observer le 
processus d'attaque, en une source de gaz (gasbox) 11 qui delivre le gaz de trai— 
tement CI2, H2 ou CH4 par l'intermediaire de dispositifs ^introduction dosee, en 
une source de plasma 12, en un aimant annulaire 13 entourant la source de plasma 
12, en des antennes 14, 15, en une source haute frequence 16, munie d'un circuit 
d'adaptation 17, pour la source de plasma 12 et en une enceinte magnetique (con- 
finement magnetique ou "bucket") 19 pour elargir le plasma. 

Le substrat 4 ayant ete introduit dans la chambre a vide 2 par le sas 3, 
la chambre ayant ete mise sous vide au moyen de la serie de pompes 6 et le gaz de 
traitement ayant ete introduit dans la chambre a vide 2 depuis la source dc gaz 11 
par Tintermediaire de la conduite d'introduction de gaz 18, les antennes 14, 15 de la 
source de plasma 12 et le support de substrat 5, qui constitue Tanode d ! attaquc, sont 
alimentes en energie electrique par Tintermediaire des deux, sources haute fre- 
quence 8, 16. Ges deux sources sont munies chacune d f un circuit d'adaptation, ce 
qui permet par exemple de regler ou d'accorder separement la source de plasma. 


* 
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Pour remedier a ces inconvenients, la presente invention a pour but de 
proposer un procede d'attaque approprie pour l'attaque des couches ITO et un dis- 
positif correspondant qui autorisent des taux d'attaque eleves et qui ne presentent 
pas les inconvenients evoques. 

5 Selon Tinvention, ce but est atteint en ce que le gaz d'attaque qui peut 

etre introduit dans la chambre a vide est constitue par Cb ou CI2 et H2 ou CH4, 
une pression de gaz de traitement comprise entre 10"^ Pa et 1 Pa (0,1 et lO/Aar) 
peut etre etablie, 1'alimentation du support du substrat en polarisation haute fre- 
quence peut etre reglee independamment de la densite de particules d'attaque et 

10 une source de plasma qui est alimentee par une source haute frequence separee et 
qui comporte son propre circuit d'adaptation est prevue. 

L'invention prevoit une attaque par le chlore gazeux permettant, pour 
des proportions correspondantes entre les ions, les atomes, les molecules et les 
energies cinetiques, de respecter les conditions concernant une attaque sans residu 

15 et d'obtenir une selectivity elevee par rapport au verre et a Si02- Les reglages 
separes qui sont necessaires concernant la densite du plasma et I'energie des parti- 
cules sont rendus possibles par I'utilisation du procede d'attaque assiste pax des 
sources de plasma. Le chlore attaque aussi bien l'indium que l'etain. Uaddition 
d'hydrogene permet en outre de commander Tattaque par reduction des composes 

20 oxydiques de Tindium et de l'etain. 

^utilisation de sources de plasma puissantes autorisc des traitements 
basse pression (entre 10"2 et 1 Pa (0,1 et lO^ubar) avec CI2 ou C12/H2, ce qui 
permet une. attaque sans particules qui est necessaire pour les applications dans la 
technologie des dispositifs d'affichage. Des attaques a grande surface sont pos- 

25 sibles grace a l'utilisation de plusieurs sources de plasma et/ou grace a Pelargisse- 
ment du plasma au moyen d'un confinement magnetique. Les sources de plasma 
utilisees peuvent etre des sources haute frequence, par exemple des sources ECR 
(electron-cyclotron-resonance) ou des sources haute frequence a couplage capaci- 
tif t par exemple des sources a ondes helicon ou whistler. 

30 Uutilisation de procedes assistes par des sources de plasma offre des 

avantages car bien que la fragmentation et i'ionisation des gaz d'attaque aient lieu 
dans la source de plasma, I'energie des particules peut cependant etre ajustee par la 
polarisation haute frequence au niveau du support de substrat, independamment de 
la fragmentation et de Tionisation. Ceci est decisif pour les deux conditions 

35 d'attaque que sont Tattaque uni forme des couches ITO et Tattaque selective par 
rapport au materiau du substrat sous-jacent. 
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La presente invention concernc un procede et un dispositif pour atta- 
quer des couches minces, notamment des couches d'oxyde d'indium et d'etain sur 
des substrats de verre dans une chambre a vide, au moyen d'une source de plasma 
disposee au-dessus de cette chambre, d'un support de substrat situe en face de la 

5 source de plasma et d'une source haute frequence reliee au support du substrat. 

L'attaque des couches d'oxyde d'indium et d'etain, e'est-a-dire des 
couches dites ITO, est realisee principalement. dans des bains chimiques humides. 
L'inconvenient de ces procedes reside dans la necessite d'eliminer, pour preserver 
renvironnement, les substances chimiques liquides qui apparaissent, dans le com- 

10 portement d'attaque isotrope et dans la contamination par des particules par suite 
des residus d'attaque qui se trouvent dans les bains. Sous ce rapport, les procedes 
d'attaque a sec presentent des avantages car, dans ces procedes, l'attaque est rea- 
lisee sous vide au moyen de gaz reactifs par acceleration de particules gazeuses 
ionisees en direction du substrat. L'ionisation du gaz peut etre accomplie au moyen 

15 d'un plasma. 

Les procedes faisant intervenir un reacteur a plaques paralleles 
(procedes REE ou d'attaque par ions reactifs) pour l'attaque a sec de couches ITO 
sont bien connus. Tous ces procedes presentent l'inconvenient que la densite et les 
types des particules d'attaque ne peuvent pas etre ajustes independamment de leur 

20 energie cinetique. 

Un autre probleme qui apparait lors de l'attaque des couches ITO pro- 
vient de la reactivite chimique differente des constituants* de la couche ITO, a 
savoir I'indium, Tetain et leurs composes oxydiques. De ce fait, dans les procedes 
faisant intervenir un reacteur a plaques paralleles (procedes REE), 1'equilibre de la 

25 reaction doit etre deplace en direction de la reaction physique (attaque par pul- 
verisation) par le fait que les ions sont acceleres sur les substrats par des tensions 
de polarisation elevees (environ 500 V). Cependant, ce bombardement entraine 
egalement une forte attaque du materiau du substrat et done une mediocre 
selectivity. Pour cette raison, on utilise la aussi comme gaz d'attaque des Fr6ons 

30 hydrocarbones qui doivent permettre une attaque uniforme. Cest effet est obtenu 
grace a une combinaison d'attaque et de passivation, laquelle, toutefois, conduit a 
de faibles taux d'attaque. Par ailleurs, on dispose d'une marge operatoire tres etroite 
du fait que Ton opere toujours au niveau de la limite etroite entre l'attaque et la 
passivation. En outre, les Freons hydrocarbones sont classes parmi les substances 

35 nocives pour I'environnement et les quantites de fluor contenues attaquent le mate- 
riau du substrat qui est constitue par du verre ou par Si02- 
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(§4) Procede et disposrtff pour attaquer des couches minces, notamment des couches d'oxyde d'lndium et 
w d'etaln. 

(57) L'invention conceme un dispositif pour attaquer des 
couches minces sur des substrats de verre dans une 
chambre a vide (2) munie d'un sas (3), d'un confinement 
magnetique (19) et d'une fenetre (10), avec une source de 
plasma (12) et des antennas (14, 15) au-dessus de la 
chambre a vide, un support (5) de substrat (4) et une 
source haute frequence (7, 8, 9) reliee au support de sub- 
strat. Le gaz d'attaque provenant de la source de gaz (11) 
est.introduit dans ia chambre a vide par la conduite (1 8). La 
source de plasma entouree par un aimant annuiaire (13) 
est aiimentee par une source haute frequence separee (16, 
17) et la chambre a vide est mise sous vide au moyen 
d'une seYie de pompes (6). L'invention conceme aussi le 
procede correspondant. 
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